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Through  
Silicon Via（TSV）
スルーシリコンビア（TSV）によるインターコネクトは、幅広い2.5Dパッケージングア
プリケーションとアーキテクチャに対応します。TSVテクノロジーにより最先端のパッケー
ジを実現でき、高いパフォーマンスと低い消費電力に対する需要を満たすことが可能
になります。

スルーシリコンビア（TSV）
ウェハ仕上げとフリップチップ配置
スルーシリコンビア（TSV）によるインターコネクトは、エネルギー対パフォーマンスのメトリックを
最小限としながら、非常に高い性能と機能が要求される2.5D TSVパッケージのアプリケー
ションとアーキテクチャに幅広く対応する目的で開発されました。これらアーキテクチャでのTSV
の使用を可能にするため、AmkorはTSV-ベアリングウェハと組立工程を大規模処理するた
めのバックエンド技術プラットフォームを開発しました。ここで重要なのは、Amkorはファウンドリ
ウェハへのTSV形成は行っていないことです。

AmkorのTSVウェハプロセスは、すでに「目隠し」されたTSVが形成された300mmウェハか
ら開始されます。ウェハを薄くしてTSVを露出させ、裏面（BS）メタライゼーションを行って
TSVインターコネクト構造を完成させます。

TSV露出と裏面メタライゼーションのプロセスフローは、一般にMEOL（Middle-End-Of-
Line）と呼ばれます。AmkorのMEOL製造ツールおよびプロセスには以下のものがありま
す。

f テンポラリウェハによるマウントとデマウントのサポート
f TSVウェハ薄型化
f TSVの「ソフトな」露出、ウェハバックサイドでのパッシベーションならびに科学機械的研磨

（CMP）
f インターポーザーウェハ裏面のCu再配線
f CuマイクロピラーあるいはバックサイドでのC4インターコネクトによる鉛フリーのめっき処理

TSVインターコネクトを使用する2.5D TSVパッケージングで
Amkorが果たす役割
Amkorでは、TSVウェハ（MEOL）のバックエンド処理、バンピング、2.5D TSV組立を可
能にするための、TSVテクノロジーを開発しました。そのためには、以下の主要な分野で高度
な能力が必要です。

f TSVベアリングウェハのウェハサポートボンディングとデボンディング
▷ 薄型ウェハを取扱うためのテンポラリウェハサポートシステム（WSS）

f TSV MEOLプロセス
▷ TSVベアリングウェハのボンディングとデボンディング
▷ 2.5D TSV製品における100μm以下のウェハ薄型化（お客様からの要件に対

応）
▷ ウェハ裏面パッシベーション
▷ CMPを含むTSV露出プロセス



Applications GPU GPU AI GPU 大型インターポーザ
2.5D

スタックサブストレート 
（コストパフォーマンス型2.5D）

構成 ASIC＋HBM ASIC＋4HBM ASIC＋6HBM ASIC＋6HBM 2ASIC＋8HBM ASIC＋6HBM

パッケージ 41x31 mm 55x55 mm 55x55 mm 55x58 mm 85x85 mm 55x55 ABF
85x85 HDI

インターポーザ 27x15 mm 43x34 mm 43x37 mm 47x34 mm 54x46 mm 45x34 mm

ASIC 17x33 mm 32x26 mm 33x26 mm 33x26 mm 85x85 mm 32x24 mm

Siノード 14 nm 12 nm 7 nm 5 nm TV TV

メモリ HBM2 HBM2 HBM2 HBM2E/3 HBM2E TV HBM2E TV

ステータス LVM2019 HVM2019 HVM2020
認定試験中 

（HVM 2022年第 
2四半期）

中間認定試験中 
（2022年第2四半期） Customer Qualified
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Through Silicon Via（TSV）

2.5D TSVプラットフォーム
2.5D TSVの製品例からAmkorの生産能力を示します。

 f 高度なアセンブリテクノロジー
 ▷ ファンクショナルチップのMicro-Cuピラーバンプ
 ▷ チップオンウェハ（CoW）による機能チップのフリップチップ
接続

 ▷ 300mmインターポーザーウェハのモールディング
 ▷ モールド済みウェハバックグラインディング
 ▷ 大型モールドCoWモジュールの有機サブストレートへの接
続

 ▷ ボディサイズ25mm～60mmのFCBGAによる2.5D 
TSV組立インテグレーション

 ▷ ベアチップ（硬化剤使用）、リッド封入、オーバーモールド
の最終組立オプションが利用可能

 ▷ 部分的に組立てたモジュールの中間電気テストの実施 
（顧客の設計が許す場合）

 f 高度なTSVウェハ仕上げ
 ▷ フロントサイドおよびバックサイドでのインターポーザウェハバ
ンピング

 ▷ 40μmピッチのCuピラーおよびランディングパッド用微細バ
ンプ

 f 2.5D TSVプラットフォームに適合したCuによるバックサイドでの
再配線



完成したSiインターポーザ

2.5D TSV露出プロセス（MEOL）

“MEOL”             TSV露出

TSVウェハ
ファブリケーション

フロントサイド
バンピング

バックサイド
バンピングMEOL1 MEOL2 パッケージング Test

フロントサイド（FS）：Cu／Ni／Auパッド

バックサイド（BS）：Cu RDL＋有機パッシベーション＋Cuピラー
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Through Silicon Via（TSV）
微細ピッチのマイクロCuピラーバンピング—TSV組立と高度なパッケージングを実現するバックボーン



チップオンウェハー（CoW）組立フロー
2.5D CoW Assembly：Die Site Population on Wafer & Die Underfill

2.5D CoW組立：ウェハ外装モールド、モールドバックグラインド、およびモジュール薄型化

2.5D CoW組立の最終工程
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Amkorの2.5D TSVモジュール組立プラットフォーム

Through Silicon Via（TSV）
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